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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halbleiterfabrik mit
Einrichtungen zur Herstellung von Halbleiterbauelemen-
ten.

Stand der Technik

[0002] Halbleiterfabriken stehen weltweit an vielen
Standorten.
[0003] BeiderHalbleiterherstellungin einer Halbleiter-

fabrik, z.B. fir anwendungspezifische ICs oder um Spei-
cherbausteine herzustellen, miissen eine Anzahl von
Rahmenbedingungen erfilllt sein, damit Strukturen im
Sub-p-Bereich mit hoher Zuverlassigkeit und Wiederhol-
barkeit hergestellt werden kdnnen. Dazu gehort u.a. ein
temperaturreguliertes Klima im Bereich der Halbleiter-
herstellung sowie eine Schwingungsentkopplung von vi-
brationsempfindlichem Equipment wie z.B. einem "Be-
lichter", ggf. in Form eines "Steppers".

[0004] Daneben ist ein "Lithographie-Bereich" regel-
mafig von Umgebungslicht abzuschirmen.

[0005] Das Dokument EP-A-0 433 253 offenbart ein
Verfahren zum Ausarbeiten von Gesteinshohlen als
Schutzrdume, fir die Lagerung von festen oder fliissigen
Produkten oder fiir Produktionsanlagen.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung:

[0006] DerErfindungliegtdie Aufgabe zu Grunde, eine
verbesserte Halbleiterfabrik bereitzustellen. Diese Auf-
gabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gel6st.
[0007] In den abhangigen Anspriichen sind vorteilhaf-
te und zweckmaRige Weiterbildungen der Erfindung an-
gegeben.

[0008] Bei einer Halbleiterfabrik mit Einrichtungen zur
Herstellung von Halbleiterbauelementen liegt der Kern-
gedanke darin, dass sich wenigstens ein Teil der Einrich-
tungen zur Herstellung von Halbleiterbauelementen in-
nerhalb einer Kavitat bzw. eines Hohlraums in einer geo-
logischen Masse befindet. Diese Vorgehensweise macht
sich in erster Linie die enorme "Masse" einer geologi-
schen Masse zu Nutze. In Kavitaten in derartigen Mas-
sen sind Vibrationen im Vergleich zu auf tiblichem Grund
errichteten Geb&auden um ein vielfaches kleiner, wodurch
insbesondere eine aufwandige Schwingungsentkopp-
lung von vibrationskritischen Einrichtungen fiir die Halb-
leiterherstellung entfallen kann. AuRerdem ist in derarti-
gen Massen die Schwankung der Temperatur im Ver-
gleich zu freien erstellten Gebduden erheblich geringer.
Z.B. schwankt in Bergstollen die Temperatur iber das
Jahr um normalerweise nicht mehr als =0,5°C. Dagegen
sind bei Gebauden in unseren Breiten, die Uiblicherweise
auf freiem Grund errichtet sind, Temperaturschwankun-
gen von 60°C die Regel.

[0009] Eine geologische Masse sollin erster Linie eine
natirlich entstandene Masse betreffen. Es kann sich
aber genauso um eine kunstlich hergestellte Masse
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durch Aufschitten von groflen Mengen von z.B. Ge-
steinsabraum, beispielsweise aus dem Tunnelbau han-
deln. Damit lassen sich kiinstliche Aufschiittungen von
10 m, 20 m, ggf. auch 50 m oder mehr erreichen. Bereits
in solchen Formationen lassen sich die Vorteile der Er-
findung nutzen.

[0010] Vorzugsweise handelt es sich jedoch um eine
natlrlich entstandene stabile massive Masse, beispiels-
weise eine Gesteinsformation. Eine Gesteinsformation
ist vorteilhafterweise Teil eines Berges.

[0011] In einer solchen Masse kann dann die Kavitat
oder Kaverne ausgebildet werden. Es ist von Vorteil,
wenn die Kavitat sich zum groRten Teil in festem Fels
befindet.

[0012] DieKavitatistvorzugsweise héhlenartig mitins-
besondere einer horizontalen Erstreckung und von der
Masse vorteilhafterweise von oben umschlossen.
[0013] Insbesondere hat die Kavitat einen seitlichen
Zugang und erstreckt sich dann lateral in die Masse hin-
ein. Wenn es sich um eine Gesteinsformation eines Ber-
ges handelt, lassen sich im Vergleich zu auf freiem Ge-
lande errichteten Gebauden Verbesserungen bei Vibra-
tionen um mehr als den Faktor 10 feststellen. Damit die
Zugangs- und Rettungswege kurz sind, ist es auRerdem
vorteilhaft, wenn die Kavitat sich so nah wie mdéglich an
einer Felswand befindet.

[0014] Im Weiteren ist es glinstig, wenn die Zugangs-
wege so gestaltet sind, dass sie zu verschiedenen Eta-
gen in der Kavitat fiihren, insbesondere ohne Stufen, mit
einer nur leicht wahrnehmbaren Steigung. Zugangswe-
ge, z.B. Tunnel haben vorzugsweise eine Steigung im
einstelligen unteren Prozentbereich. Damit kann bei lan-
gen Wegen, von z.B. langer 50 m oder langer 100 m eine
Etage ohne Treppen Uberwunden werden, wobei die
Rampen eine fir Benutzer angenehme Steigung aufwei-
sen. Auf vertikale Transportmittel kann auf diese Weise
in der Kavitat ggf. ganz verzichtet werden.

[0015] Um die Vorzlge einer solchen geologischen
Masse zu nutzen, wird insbesondere vorgeschlagen,
dass wenigstens vibrations- und/oder temperaturemp-
findliche Einrichtungen zur Herstellung von Halbleiter-
elementen sich in der Kavitat befinden. Mit temperatur-
empfindlichen Einrichtungen sind insbesondere Einrich-
tungen gemeint, die vorzugsweise auf einer konstant ge-
haltenen Temperatur arbeiten sollten, um gewiinschte
Ergebnisse zu erreichen.

[0016] Eine weitere Verbesserung bringt die Positio-
nierung von vibrations- und/oder temperaturempfindli-
chen Einrichtungen in der Kavitat auf einer Erhéhung.
[0017] AuBerdem ist es mdglich Aussparrungen in ei-
ner Wand der Kavitéat fiir derartige Einrichtung auszubil-
den.

[0018] Im Weiteren ist es bevorzugt, dass wenigstens
ein Teil der Einrichtungen zur Herstellung mehr als 10
m, vorzugsweise mehr als 50 m, noch besser mehr als
100 m im Inneren der geologischen Masse angeordnet
ist.

[0019] In einer konkreteren Ausgestaltung der Erfin-
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dung ist es vorteilhaft, dass sich eine Produktionslinie fiir
eine Halbleiterbearbeitung zwischen einem Zugang zur
Kavitat und dem Ort befinden, wo sich die vibrations-
und/oder temperaturempfindlichen Einrichtungen befin-
den.

[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung umfasst die Kavitat eine Réhre. Réhren lassen sich
vergleichsweise einfach auch in massives Gestein trei-
ben, auch mit vergleichsweise grofRen Querschnitten.
Vorzugsweise besitzt die Kavitat in vertikalem Schnitt
senkrecht zu ihrer Langserstreckung eine Querschnitts-
flache von >50 m2, beispielsweise auch >100 m2, fiir gro-
Re Anlagen auch >150 m2 oder >200 m2.

[0021] Unter vibrations- und/oder temperaturempfind-
lichen Einrichtungen werden im Sinne der Anmeldung in
erster Linie fotolithographische Einrichtungen, wie ein
Belichter, verstanden. Haufig werden fir die Verarbei-
tung groRer Flachen sogenannte "Stepper" eingesetzt.
Hier wird eine Belichtung "Patchwork"-artig auf z.B. ei-
nem Wafer zusammengesetzt. Bei der Erzeugung von
insbesondere Sub-p-Strukturen ist es offensichtlich,
dass selbst kleine Temperaturunterschiede und/oder Vi-
brationen die Exaktheit der Abbildung auf dem zu bear-
beitenden Substrat negativ beeinflussen. Im ldealfall
sollten keinerlei Vibrationen auftreten und eine konstante
Temperatur herrschen.

[0022] Durch die erfindungsgemafle Anordnung einer
solchen Einrichtung in einer geologischen Masse lasst
sich diese ldealvorgabe schon sehr gut annahern, ins-
besondere wenn sich die Einrichtungen in einer Kavitat
in einer massiven Gesteinsformation eines Berges und
dort ausreichend tief im Inneren der Gesteinsformation
befindet.

[0023] Es ist von Vorteil, wenn mehrere Zugénge zu
der Kaverne vorhanden sind, damit Sicherheitssysteme
und Rettungswege getrennt oder sogar redundant ge-
staltet werden koénnen.

[0024] Im Weiterenistes bevorzugt, wenn zur Fiihrung
von Flussigkeiten, insbesondere Wasser in der Kaverne
Leitungen oder Kanale mit einem Gefalle ausgestattet
werden, um in oder aus der Kaverne entsprechende
Flussigkeiten beférdern zu kénnen. Wasser das in der
Kaverne anféllt, so genanntes "Bergwasser", aber auch
ggf. Wasser fur Prozesse und/oder Sprinkleranlagen
kénnen auf diese Weise ohne die Verwendung von Pum-
pen transportiert werden. Wasser das aus der Bergmas-
se in die Kaverne eindringt, kann z.B. Uber eine Halb-
schale in der Kavernensole und/oder an der Decke der
Kaverne abgeleitet werden.

[0025] Bei der Ausgestaltung eines Zugangs zur Ka-
verne bzw. der Halbleiterfabrikation ist es denkbar, dass
ein Bereich, z.B. ein Einschnitt oder ein Zugangstunnel
derart ausgebildet sind, dass bei einem Brandfall mdgli-
cherweise nach aulien tretendes Léschwasser dort auf-
gefangen werden kann. Als Einschnitt kann ein Teil der
Halbleiterfabrik verstanden werden, der sich zwar in der
geologischen Masse, z.B. dem Berg befindet und beim
Bau der entsprechenden Kaverne auch offen gelegt,
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aber mit Abschluss des Baus wieder zugeschittet wurde.
[0026] Um Kreuzkontanimationen in Belliftungssyste-
men zu vermeiden, wird im Weiteren vorgeschlagen,
dass eine Luftzufuhr und eine Luftabfuhr méglichst weit
auseinander liegen, vorzugsweise werden unterschied-
liche Zugange zur Kaverne dafir genutzt.

[0027] Als Fluchtweg kann ein Teil der Kaverne mit
z.B. einer Betonwand abgetrennt werden. Auch kénnen
Fluchtwege und andere Servicebereiche in einem Ab-
schnitt ausgebildet werden, in dem eine vergleichsweise
geringere Uberdeckung mitz.B. Gesteinsmasse vorhan-
den ist. Diese Bereiche kénnen z.B. nicht fir die eigent-
liche Kavernenausbildung herangezogen werden, z.B.
weil der Fels fiir die Ausbildung der Kaverne zu schwach
ist. Es ist denkbar die Kaverne in einer Weise auszuge-
stalten, z.B. mit einer Héhenabstufung, so dass sie im-
mer héher wird, je tiefer sie sich in den Berg erstreckt.
[0028] Die geologische Masse, z.B. das Gestein eines
Berges kann als thermischer Speicher zum Einsatz kom-
men. Dazu sollte die Kaverne thermisch nicht vom Berg
isoliert werden. Fels hat z.B. typisch eine Temperatur
von 13°C. Der Reinraum sollte z.B. auf einer Temperatur
von 20 °C gehalten werden. Anfanglich wird der Berg
deshalb viel Warme aufnehmen, jedoch nur so lange, bis
sich ein thermisches Gleichgewicht eingestellt hat. Ab
diesen Moment wird bei einem Ausfall der Heizung im
Reinraum die geologische Masse, also z.B. das Gestein,
des Berges durch Abgabe von Warme die Temperatur
im Reinraum nur langsam abfallen lassen. So besteht
ausreichend Zeit, um die Heizung zu reparieren und man
kann ganzlich auf eine Notheizung verzichten.

[0029] Wenn ausreichend natirliches "Bergwasser"
aus der Kaverne gewonnen werden kann, ist es moglich,
diese zur Kiihlung, als Prozesswasser sowie als Losch-
wasser einsetzten oder sogar damit eine Stromgewin-
nungseinrichtung zu betreiben.

[0030] Zum Wohlbefinden der Mitarbeiter kbnnen dar-
Uber hinaus Vorrichtungen vorgesehen sein, die einen
Tag- Nacht-Rhythmus simulieren. Es kann z.B. eine Be-
leuchtung zur Anwendung kommen, die ein Spektrum
aufweist, das dem der Sonne gleicht oder zumindest &h-
nelt, ggf. sogar in Abhangigkeit davon, welche momen-
tane UhrzeitauRerhalb der Halbleiterfabrik herrscht. D.h.
entsprechend, wie sich das Spektrum der Sonne im Ta-
gesverlaufin natlrlicher Weise andert, kann diese Spek-
trumsanderung bei der Beleuchtung in der Halbleiterfa-
brik nachgebildet werden. Auch kénnen Bildschirme an-
gebracht werden, die zeigen, welche Wetterbedingun-
gen aulen herrschen. Es ist zudem denkbar, dass Ta-
geslicht Uber optische Einrichtungen in die Kaverne ge-
flhrt wird.

[0031] Erforderliche Leitungen fiir verschiedene Medi-
en, wie z.B. Luft, Wasser und Elektrizitdt kbnnen vor-
zugsweise in Woélbungen der Kavitat gefiihrt werden.
Auch ist es denkbar die entsprechenden Leitungen in
Fluchtwegen unterzubringen.

[0032] Etagen- oder Zwischenbdden, kénnen in Aus-
sparungen in der Wand der Kaverne fixiert werden. Sie
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kénnen aber auch auf Betonwanden aufliegen. Werden
die Stockwerke in der Kaverne nach oben hin jeweils
groRer ausgestaltet, so kénnen Béden auf entsprechen-
den Felsabsatzen aufliegen.

[0033] Im Weiteren ist es bevorzugt, wenn Zugangs-
wege zur Kaverne oder zu mehreren Kaverne so ausge-
bildet sind, dass Bauverkehr bei der Errichtung ungehin-
dertein- und ausfahren kann. Dazu kénnen Zugangwege
z.B. entweder breit genug ausgebildet oder es mehrere
Zugangstunnel vorgesehen werden. Z.B. wird ein Zu-
gangstunnel fur den einfahrenden Verkehr und das an-
dere Zugangstunnel fir den ausfahrenden Verkehr ge-
nutzt.

[0034] Aussparungen in der Wand der Kaverne kén-
nen grundsatzlich fiir unterschiedlichste Arten von Infra-
struktur in der Halbleiterfabrik genutzt werden, z.B. um
einen Liftschacht auszubilden oder fir Leitungsfiihrun-
gen verschiedenster Medien.

[0035] In der Kaverne kénnen dariber hinaus geson-
derte Transportmittel vorgesehen werden.

[0036] Denkbar ist auch, z.B. aus Brandschutzgrin-
den mit Wanden aus Beton oder beweglichen Brand-
schutzwanden grolRe Kavernenbereiche aufzuteilen. Ei-
ne Sprinkleranlage kann dementsprechend z.B. Sekti-
onsweise angesteuert werden.

[0037] Ein Bellftungssystem kannim Brandfall z.B. so
gesteuert werden, dass in dem Bereich der Kaverne wo
es brennt, Luft und damit Rauch abgezogen wird. Die
Bellftungsanlage kann vorzugsweise so ausgelegt sein,
dass in einem solchen Fall eine Luftstrémung erzeugbar
ist, die den Brand aufhalt.

[0038] In einer Kaverne einer geologischen Masse,
insbesondere dem Gestein eines Berges gibt es regel-
maRig keine Mdglichkeit, eines unerwiinschten Emissi-
onsaustritts. Luft kann aus einer Kaverne normalerweise
nicht entweichen. Deshalb ist es zur Verhinderung von
schadlichen Emissionen ausreichend, wenn in flir die Ab-
luft vorgesehenen Ausgangen lediglich ein Abgasreini-
ger vorgesehen wird.

[0039] Das Errichten einer Halbleiterfabrik in der Ka-
verne in einer geologischen Masse, insbesondere einem
Berg hat dartber hinaus folgende weitere Vorteile:

Da die Hulle regelméaRig dicht ist, muss eine Abdich-
tung nach auen nur an Zugangen ausgebildet wer-
den. Die sichin Berg befindenden Einrichtungen sind
keinen Wettereinflissen ausgesetzt, z.B. muss kei-
ne Wind oder Schneelast beriicksichtigt werden.

Zeichnungen:

[0040] Mehrere Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung
sind in Zeichnungen dargestellt und werden nachste-
hend unter Angabe von weiteren Vorteilen und Einzel-
heiten naher erlautert.

[0041] Es zeigen:

Figur 1a  eine schematische Draufsicht einer Halblei-
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terfabrik, teilweise geschnitten,

einen Schnitt durch die Halbleiterfabrik nach
Figur 1a entlang der Schnittlinie BB in Figur
1a,

Figur 1b

eine Querschnittsansicht bei einem Schnitt
durch eine weitere Halbleiterfabrik entlang
ihrer Langsachse in schematisierter Darstel-
lung und

Figur 2

Figur 3 eine Ausfihrungsform einer bekannten
Halbleiterfabrik in einer Darstellung gemaf

Figur 2.

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele:

[0042] In Figur 1a und 1b ist eine Halbleiterfabrik 1
dargestellt, die sich zum Teil in einem Gesteinsmassiv 2
und zum Teilin einem Bereich 3 aulRerhalb des Gesteins-
massives 2 befindet.

[0043] Die Halbleiterfabrik 1 umfasst zwei parallele
Rohren 4, 5, die in das Gestein 6 des Gesteinsmassives
2, das beispielsweise Teil eines Berges ist, eingebracht
sind. Die Rohren 4, 5 sind an ihrem Ende innerhalb des
Gesteinsmassives 2 mit einem Verbindungsraum 7 ver-
bunden. Zusatzlich zu den Réhren 4, 5 sind Fluchtrohren
8,9, 10 fur den Notfall vorgesehen. Im Verbindungsraum
7, der am tiefsten in lateraler Richtung im Gesteinsmas-
siv 2 sitzt, sind vorzugsweise die besonders vibrations-
und temperaturempfindlichen Einheiten, wie beispiels-
weise Lithographie-Einheiten angeordnet. In den Rdhren
4, 5 sind vorteilhafterweise Herstellungsanlagen zur Her-
stellung der Halbleiterbauelemente untergebracht, wo-
bei, wie auch im Verbindungsraum 7, ein nicht schraf-
fierter Bereich den Reinraum 4a, 5a, 7a darstellt und ein
schraffierter Bereich einen Grauraum 4b, 5b, 7b, in wel-
chem die ganze "Versorgungslogistik" untergebracht
werden kann, die zur Versorgung von Herstellungsein-
heiten im Reinraum erforderlich ist.

[0044] Der Reinraum 4a, 5a, 7a kann selbst in unter-
schiedliche Zonen eingeteilt werden, was die Reinraum-
klasse anbetrifft. Vorzugsweise ist im Bereich 7a die
hdchste Reinraumklasse realisiert.

[0045] Die Réhren 4, 5 lassen sich z.B. an Offnungen
17, 18 Gber Zugangsbriicken 11, 12 betreten, die mit ei-
nem auBerhalb des Gesteinsmassives 2 angeordneten
Gebdude 13 in Verbindung stehen. Das Gebaude 13
kann z.B. Blroeinheiten und Parkeinheiten enthalten.
Das Gebaude 13 kann beispielsweise eine Abmessung
von ca. 70 m x 30 m aufweisen. Die R6hren 4, 5 innerhalb
des Gesteinsmassives 2 sind beispielsweise 100 m lang
und weisen z.B. einen Durchmesser von 20 m bis 30 m
auf. Der Verbindungsraum 7 am Ende der Réhren 4, 5
ist z.B. ca. 50 m lang und besitzt eine &hnliche Quer-
schnittsflache wie die Rohren 4, 5. Die Fluchtréhren 8,
9, 10 weisen einen deutlich kleinere Querschnittsflache
auf. Hierbei geht es lediglich darum, dass Mitarbeiter im
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Fall eines Ungliicks sicher in den Bereich 3 auerhalb
des Gesteinsmassives 2 gelangen kénnen.

[0046] Der Verbindungsraum 7 ist vorzugsweise
"hammerartig" an den Réhren 4, 5 angegliedert, steht
also seitlich jeweils etwas Giber. Damit wird Raum fir Ge-
ratschaften im Grauraum 7b geschaffen.

[0047] Ein Querschnitt einer bekannten Anordnung ei-
ner Halbleiterfabrik 20, wie sie auf freiem Gelande er-
richtet wird, ist in Figur 3 dargestellt. Auf einem sehr dik-
ken Betonfundament 21 mit einer Dicke von mindestens
2 mist ein Baukdrper 22 der Halbleiterfabrik 20 errichtet.
Darin ist ein Reinraum 23 ausgebildet, der von einem
Grauraum 24 umgeben ist. Zur Aufrechterhaltung der ge-
wiinschten Reinraumbedingungen im Reinraum 23 sind
Bellftungseinrichtungen 25 vorgesehen. Durch die Be-
lGftungseinrichtungen 25 stromt Luft in den Reinraum 23
und wird Uber einen Lochboden 26 in einen Doppelbo-
denbereich 27 abgezogen. Im Reinraumbereich sind
Herstellungseinrichtungen 28 angeordnet. Die Lithogra-
phie-Vorrichtungen 30 als besonders vibrationsempfind-
liche Einheiten missen regelmaBig auf einem speziell
ausgebildeten Fundament, das normalerweise vom Rest
des Gebaudes 22 entkoppelt ist, angeordnet werden.
[0048] Der Reinraum 22 mit Doppelbodenbereich 27
hat z.B. eine H6he von 3,5 m, der Grauraumbereich 24
einschlieflich des Fundaments eine Héhe hat von z.B.
12 m.

[0049] In Figur 2 sind die in Figur 3 aufgefihrten Ein-
heiten der Halbleiterfabrik innerhalb von massivem Ge-
stein 6 angeordnet. In einer teilweise ausgebildeten R6h-
re kdnnen unmittelbar auf den Felsgrund ohne weitere
aufwandige Fundamente z.B. Fotolithographie-Einrich-
tungen oder andere besonders kritische Einrichtungsele-
mente angeordnet werden. Ansonsten kénnen Einrich-
tungen 28 sowie eine Beliftungseinrichtung 25 entspre-
chend positioniert werden, wobeijedoch die duf3ere Hille
das Gestein 6 bildet, mit allen Vorteilen der Vibrations-
armut und Temperaturkonstanz. Der Grauraum 24 kann
sich bis an das Gestein 6 hin erstrecken. Der Reinraum
23 und der Doppelboden 27 kdnnen entsprechend Figur
3 ausgebildet werden. Unter dem Doppelboden kénnen
Pumpsysteme 15 unmittelbar auf eine Gesteinssohle 16
angeordnet werden.

[0050] Insgesamt vereinfachen sich viele konstruktive
Vorgaben eines Halbleiterproduktionsgebaudes, wenn
die Produktionsstatte innerhalb einer massiven geologi-
schen Masse, wie z.B. die Gesteinsformation eines Ber-
ges errichtet wird.

Bezugszeichenliste:

[0051]

1 Halbleiterfabrik
2 Gesteinsmassiv
3 Bereich

4 Rohre

4a  Reinraum
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4b  Grauraum

5 Roéhre

5a  Reinraum

5b  Grauraum

6 Gestein

7 Verbindungsraum

7a  Reinraum

7b  Grauraum

8 Fluchtréhre

9 Fluchtréhre

10  Fluchtréhre

11 Zugangsbriicke

12 Zugangsbriicke

13  Gebaude

14  Photolithographie-Einrichtung
15  Pumpsystem

16  Gesteinssohle

17 Offnung

18 Offnung

20 Halbleiterfabrik

21 Betonfundament

22  Baukorper

23  Reinraum

24  Grauraum

25  Beliuftungseinrichtung
26  Lochboden

27  Doppelbodenbereich
28  Einrichtung

29  Fundament

30 Lithographie-Einrichtung

Patentanspriiche

1. Halbleiterfabrik (1) mit Einrichtungen zur Herstellung
von Halbleiterbauelementen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich wenigstens ein Teil der Einrich-
tungen (14, 28) zur Herstellung der Halbleiterbau-
elemente innerhalb einer Kavitat (4, 5, 7) in einer
geologischen Masse (6) befindet.

2. Fabriknach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kavitat (4, 5, 7) héhlenartig ist.

3. Fabrik nach einem der vorherigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Kavitat (4, 5,
7) horizontal in die Masse (6) ausdehnt.

4. Fabrik nach einem der vorherigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Masse (6) eine
Gesteinsformation ist.

5. Fabrik nach einem der vorherigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Masse (6) ein
Berg ist.

6. Fabrik nach einem der vorherigen Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dass sich wenigstens eine
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vibrations-und/oder temperaturempfindliche Ein-
richtung zur Herstellung von Halbleiterelementen in
der Kavitat (4, 5, 7) befindet.

Fabrik nach einem der vorherigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Tell
der Einrichtung zur Herstellung sich mehr als 10 m,
50 mbzw. 100 mim Inneren der geologischen Masse
(6) befindet.

Fabrik nach einem der vorherigen Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dass eine vibrations- und
temperaturempfindliche Einrichtung (14) in der Ka-
vitat (4, 5, 7) auf einer Erhdhung positioniert ist.

Fabrik nach einem der vorherigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass sich eine Produkti-
onslinie fur die Halbleiterbearbeitung zwischen ei-
nem Zugang zur Kavitat (4, 5, 7) und einer vibrations-
und temperaturempfindlichen Einrichtung (14) befin-
det.

Fabrik nach einem der vorherigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kavitat (4), (5) ei-
ne Rohre umfasst.

Fabrik nach einem der vorherigen Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kavitat (4), (5) im
vertikalen Schnitt senkrecht zu einer Langserstrek-
kung einen Querschnitt von >50 m2, 100 m2, 150
m2, 200 m? besitzt.

Claims

Semiconductorfactory (1) comprising devices for the
production of semiconductor elements, character-
ised in that at least some of the devices (14, 28) for
producing the semiconductor elements are located
in a geological mass (6) inside a cavity (4, 5, 7).

Factory according to claim 1, characterised in that
the cavity (4, 5, 7) is cave-like.

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that the cavity (4, 5, 7) extends
horizontally into the mass (6).

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that the mass (6) is a rock forma-
tion.

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that the mass (6) is a mountain.

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that at least one vibration-sensi-
tive and/or temperature-sensitive device for produc-
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ing semiconductor elements is located in the cavity
(4,5, 7).

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that at least part of the production
device is located more than 10 m, 50 m or 100 m
inside the geological mass (6).

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that a vibration-sensitive and tem-
perature-sensitive device (14) is positioned in the
cavity (4, 5, 7) on an elevation.

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that a production line for semicon-
ductor processing is located between an entrance
to the cavity (4, 5, 7) and a vibration-sensitive and
temperature-sensitive device (14).

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that the cavity (4), (5) comprises

a pipe.

Factory according to one of the preceding claims,
characterised in that the cavity (4), (5) in vertical
section perpendicular to longitudinal extension has
a cross section of >50 m2, 100 m2, 150 m2, 200 m2.

Revendications

Fabrique de semi-conducteurs (1) comprenant des
installations de production de composants semi-
conducteurs, caractérisée en ce qu’au moins une
partie des installations (14, 28) de production des
composants semi-conducteurs se situe a I'intérieur
d’une cavité (4, 5, 7) dans une masse géologique (6).

Fabrique selon la revendication 1, caractérisée en
ce que la cavité (4, 5, 7) a la forme d’'une caverne.

Fabrique selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce quelacavité (4,5, 7) s’étend
horizontalement dans la masse (6).

Fabrique selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la masse (6) est une
formation rocheuse.

Fabrique selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la masse (6) est une
montagne.

Fabrique selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’au moins une installation
de fabrication de semi-conducteurs, sensible aux vi-
brations et/ou a la température, se situe dans la ca-
vité (4, 5, 7).
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Fabrique selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’au moins une partie de
l'installation de fabrication se situe a plus de 10 m,
de 50 m ou de 100 m a l'intérieur de la masse géo-
logique (6).

Fabrique selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’une installation (14) sen-
sible aux vibrations et a la température est position-
née dans la cavité (4, 5, 7) sur une partie surélevée.

Fabrique selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce qu’une chaine de produc-
tion pour le traitement de semi-conducteurs se situe
entre un acces a la cavité (4, 5, 7) et une installation
(14) sensible aux vibrations et a la température.

Fabrique selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la cavité (4, 5) comporte
un tube.

Fabrique selon I'une des revendications précéden-
tes, caractérisée en ce que la cavité (4, 5) présente
en coupe verticale, perpendiculairement a une di-
rection longitudinale, une section transversale > 50
m2, 100 m2, 150 m2, 200 m2.
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